
Конструкции элементов 
полупроводниковых ИС 
на МДП-транзисторах 



Структуры МДП-транзисторов 

а) со встроенным каналом n-типа;                                                                 
б) со встроенным каналом p-типа;                                                              
в) с индуцированным каналом n-типа;                                                       
г) индуцированным каналом p-типа.



Операции изготовления МДП-транзистора в ИС

   Si-подложка имеет ориентацию (100), т.к. плотность поверхностных 
состояний примерно на порядок ниже, чем при ориентации (111).  

 Подзатворный слой SiO2 получают сухим окислением. 

Коммутационные дорожки из алюминия.



Дополнение к изготовлению МДП-транзистора
Поликристаллический кремний - в отличие от алюминия - имеет 
высокие температуры плавления и может выполнять роль маски при 
диффузии примесей вплоть до температуры 1100 °С.                      

При использовании ПКК в качестве затворов и одновременно в 
качестве маскирующих пленок можно достичь самосовмещения 
затворов с областями истока и стока путем перестановки 
технологических операций формирования МДП-структур. 

Использование вместо Al поликристаллического кремния позволяет :      
получить структуры с самосовмещенными затворами,           

снизить пороговое напряжение,                                           уменьшить 
геометрические размеры приборов,                          дает 
возможность создавать на одной подложке МДП и биполярные 
транзисторы 

Поликристаллический кремний толщиной около 0,5 мкм получают, 
как правило, пиролизом силана. 



Изопланарный процесс изготовления МДП-транзистора

Достоинства структуры:

-снижены паразитные емкости 
из-за более толстого слоя SiO2;  

-уменьшена длина канала.

Как следствие – более высокое 
быстродействие. 

Технология совместима с 
изопланарной технологией - 
можно формировать микросхемы 
с биполярными и МДП-
транзисторами. 


